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ｄｉｖｉｄｅｄｉｎｔｏｔｈｒｅｅｔｅｒｍｓ：ｔｈｅｐｈｏｔｏｅｘｃｉｔａｔｉｏｎｐｒｏｃｅｓｓ（８０４±６７ｆｓ），ｔｈｅｉｎｉｔｉａｌｓｃａｔｔｅｒｉｎｇｐｒｏｃｅｓｓ（１３４～

２６８ｆｓ），ｔｈｅｒｅｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｐｒｏｃｅｓｓｗｉｔｈ１ｐｉｃｏｓｅｃｏｎｄａｎｄ３～６ｐｓ．Ｌａｓｔｂｕｔｎｏｔｌｅａｓｔ，ｉｔｓｅｅｍｓｔｈａｔｔｈｅ

ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌｒｅｆｌｅｃｔａｎｃｅｈａｓｎｏｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅｏｎｔｈｅｐｒｏｂｅｐｏｗｅｒ，ｂｕｔｔｈｅｓｉｇｎａｌｔｏｎｏｉｓｅｒａｔｉｏｏｆ

ｔｈｅｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌｒｅｆｌｅｃｔａｎｃｅｓｐｅｃｔｒｕｍｉｓｃｏｒｒｅｌａｔｅｄｗｉｔｈｔｈｅｐｒｏｂｅｐｏｗｅｒ．Ｉｎａｗｏｒｄ，ｔｈｉｓｗｏｒｋｎｏｔｏｎｌｙ

ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｅｓｔｈｅｕｌｔｒａｆａｓｔｄｙｎａｍｉｃｓｏｆｕｎｉｎｔｅｎｔｉｏｎａｌｌｙｄｏｐｅｄｈｉｇｈｐｕｒｉｔｙｎｔｙｐｅｇａｌｌｉｕｍａｒｓｅｎｉｄｅ，ｗｈｉｃｈ

ｐｒｏｖｉｄｅｓａｒｅｆｅｒｅｎｃｅｆｏｒｏｔｈｅｒｍａｔｅｒｉａｌｓ，ｂｕｔａｌｓｏｏｆｆｅｒｓｔｈｅｏｐｔｉｍａｌｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｐａｒａｍｅｔｅｒｓｏｆｐｕｍｐ

ｐｒｏｂｅｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ．
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［１０］　ＢＡＳＡＫＡＫ，ＰＥＴＥＫＨ，ＩＳＨＩＯＫＡＫ，犲狋犪犾．Ｕｌｔｒａｆａｓｔｃｏｕｐｌｉｎｇｏｆｃｏｈｅｒｅｎｔｐｈｏｎｏｎｓｗｉｔｈａｎｏｎｅｑｕｉｌｉｂｒｉｕｍｅｌｅｃｔｒｏｎ
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２０１４，８５（８）：０８３７０５０８３７１０．
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ａｎｄＩｎＳｂｆｒｏｍ１．５ｔｏ６．０ｅＶ［Ｊ］．犘犺狔狊犻犮犪犾犚犲狏犻犲狑犅犆狅狀犱犲狀狊犲犱犕犪狋狋犲狉，１９８３，２７（２）：９８５１００９．
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